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Abstract (en)
The circuit has a component sensitive to low temperature changes in order to control the amplifier final output voltage. The constant voltage
generator comprises a reference voltage generator (110) and an amplifier (126) connected between this reference voltage generator and the output
terminal. A voltage divider (130) is connected to one input of the amplifier to provide a feedback voltage. The voltage divider comprises at least
a first resistance (132) in series with an element (150) whose resistance varies as a function of the prevailing low temperature. The temperature
dependence of this resistance value is different from that of the first resistance (132) and thus this provides a feedback which is smaller in the lower
part of the temperature range.

Abstract (fr)
Dispositif générateur de tension constante corrigé à basse température comprenant : un générateur de tension de référence (110), un amplificateur
(126) connecté entre le générateur de tension de référence et une borne de sortie, un diviseur de tension (130) et relié à une entrée de
l'amplificateur pour fournir à l'amplificateur une tension de contre-réaction, Conformément à l'invention le diviseur comprend au moins une première
résistance (132) en série avec un élément (150) présentant, au moins dans ladite gamme de températures basses, une impédance avec un
comportement de dépendance en température différent de celui de ladite première résistance de façon à fournir une contre-réaction plus faible dans
ladite gamme de températures basses. <IMAGE>
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